
 

Fig. 2 Image of a mask pattern 

 

Fig. 1 Schematic view of a fabricated junction 

 

Fig. 3  I-V characteristic of the Tunnel 

junction measured at 10K. 
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１．概要（Summary） 

カルコゲン元素を含む磁性半導体 Ge1-xMｎxTe，EuS

を機能性層としたトンネル接合を作製した．障壁に強磁性

層を用いることによって，そのトンネル確率のスピン依存

性に起因した磁気抵抗効果が生じる．その検証のために，

山口大学の微細加工支援室の設備を利用して素子化を

行った． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクアライナー，ECRエッチング装置 

【実験方法】 

分子線エピタキシー装置（研究室保有）で作製したトン

ネル接合に対して，マスクアライナー及び ECR エッチン

グ装置を用いてパターンの転写とエッチングを行い，

微細加工を施した．最後に研究室にて In を蒸着し，

リフトオフによる電極の形成を行った．素子断面図と

使用したマスクをそれぞれ Fig. 1と Fig. 2に示す．素

子化後，研究室にてトンネル伝導の特性評価を行った． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

加工後に測定したトンネル接合の伝導特性を Fig. 3に

示す．トンネル伝導特有の非線形特性を観測すること

ができる．Simmons モデルによる簡単なシミュレー

ションによって構造パラメータを抽出したところ，障

壁厚と障壁高さはそれぞれ，およそ 2.1 nmと 1.2 eV

が得られた．これらの値は期待した設計値と程良く一

致している．今後，発展的な検証を進めていく． 
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